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Применение методов оптической диагностики целесообразно, когда 

необходимо исключить влияние средств измерения на объект контроля. 

Многообразие свойств объектов контроля требует применения в измери-

тельных преобразователях фотоприёмников с различными функциональ-

ными свойствами, чувствительных или нечувствительных к спектраль-

ному составу оптического излучения, чувствительных к слабым оптиче-

ским сигналам или сохраняющим чувствительность при высокой интен-

сивности сигнала. В ряде случаев требуется применение фотоприемни-

ков чувствительных к нескольким физическим параметрам. Фотоприёмни-

ки оптико-электронных систем контроля и диагностики должны обладать 

не только высокой чувствительностью, но и устойчивостью к оптическим 

перегрузкам, особенно в оптических системах с использованием лазеров. 

В основе предлагаемых многофункциональных фотоприемников ле-

жит физическая интеграция процессов внутри объема чувствительного 

элемента, построенного на базе собственного полупроводника с глубо-

кими примесями с поверхностно-барьерной (диоды Шоттки) или рези-

стивной структурой. Для формирования таких сенсорных структур в по-

лупроводник с собственной проводимостью вводится известная многоза-

рядная примесь в заданной (до 1015 см-3) концентрации и путем исполь-

зования механизмов управления зарядовым состоянием глубоких при-

месных центров при оптической перезарядке этой примеси в широком 

диапазоне плотностей мощности оптического излучения продлевается 

линейность энергетической характеристики до плотностей мощности 

излучения, превышающих порог насыщения характеристик собственных 

и примесных фотоприемников и, таким образом, реализуется увеличен-

ный динамический диапазон энергетической характеристики фотопри-

емника. Перезарядка уровней в различных зарядовых состояниях с раз-

ным энергетическим положением сопровождается и переключением 

спектральной характеристики чувствительности. Поверхностно-

барьерные структуры демонстрируют немонотонную зависимость вы-

ходного сигнала от длины волны , интенсивности света I, величины 

приложенного напряжения V и геометрического смещения z спроециро-

ванного изображения. 
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